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Для создания элементов наноэлектроники необходим  прецизионный контроль степени обработки материалов на уровне отдельных атомных слоев. Подобная точность может быть обеспечена с помощью атомно-слоевого травления (ALE) – метода, в основе которого лежат последовательные самоограниченные реакции [1]. В настоящее время особый интерес вызывает плазменно-стимулированное ALE, когда за счет ионов низкой энергии реализуется анизотропное травление.
В ALE можно выделить два основных этапа: создание модифицированного слоя и его последующее удаление. Как показали проводимые в НИИЯФ МГУ экспериментальные исследования процессов ALE в диоксиде кремния [2], модификация ультратонкого поверхностного слоя SiO2 происходит благодаря воздействию ионов Ar+ низкой энергии на CFx-пленку толщиной 1–2 нм, образующуюся на поверхности SiO2 под действием фторуглеродной плазмы. С целью исследования влияния таких пленок на процессы ALE в данной работе выполнено моделирование методом теории функционала плотности воздействия ионов Ar+ и молекулярных ионов O2+ низкой (от 15 до 50 эВ) энергии на молекулы CnF2n+2 и C4F8. Полученные результаты позволили выявить основные механизмы модификации и разрушения  таких пленок.
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